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1. NMOS-avaustyypin (enhancement) transistori. Rakenne, toiminta. (6 p)

2. CMOS-invertterin PMOS-transistorin  prosessitranskonduktanssi on 4 UHA/V 2,
kynnysjannite -1 V, pituus 1 pm ja leveys 5 pm. NMOS-transistorin
prosessitranskonduktanssi on 5 UA/VZ, kynnysjannite 1 V, pituus 1 pm ja leveys 4 pm.
Jos invertterin kéyttojannite on 6 V, niin miki on sen ulostulojinnite, lapikulkeva virta ja
tehonkulutus, kun ohjausjinnite on a) 0.5 V,b) 1.2 V taic) 3 V? (6 p)

3. a) Sea of gates -rakenne. (2 p)
b) CAM-solu. (2 p)
¢) CMOS-invertterin kohinamarginaalit. (2 p)

4. Latchup. Piirrd bulk-CMOS -rakenteeseen syntyvi kytkenti ja selitd sen toiminta. Entéd
miten ilmi6téd voidaan torjua? (6 p)

12p=1,15p=2,17p=3,20p=4,22p=5



